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Исследование механизмов формирования доменных структур различных конфигураций в сегнетоэлектрических материалах представляет собой важную фундаментальную и прикладную задачу. Ключевыми особенностями процессов доменообразования являются необходимость контролируемого изменения ширины переходной области и точность позиционирования доменных стенок внутри кристалла сегнетоэлектрика. Возможность точно управлять положением доменных стенок позволяет использовать такие материалы в инновационных устройствах на стыке электроники, оптики и механики.
В работе были исследованы доменные структуры в конгруэнтных монокристаллах ниобата лития (LiNbO3) кристаллографических z и y+128° срезов прошедших восстановительный отжиг в трубчатой печи SAFTherm STG-60-17 при разных температурах в условиях аут-диффузии оксида лития и кислорода. Отжиги проводились в атмосфере азота при температурах от 1140 °C до 1200 °C. После на образцах выполнялся косой шлиф, а затем их травили. Селективное травление поперечных срезов LN проводилось в кипящей смеси азотной и плавиковой кислот HNO3 : HF, в объёмном соотношении 2 к 1 по методике, подробно описанной в [1]. После визуализации при помощи микроскопа Carl Zeiss Axio Imager D1 были получены микрофотографии протравленных поперечных срезов кристаллов LN с сегнетоэлектрической доменной структурой.
Было выявлено, что при температурах не достигающих фазового перехода (1140-1150 °C) переполяризация домена только начинается из-за чего доменная стенка залегает в приповерхностном слое, а ширина переходной области крайне мала, менее разрешающей способности оптического микроскопа. При этом у образцов z-среза доменная стенка залегает глубже чем у образцов y+128 среза. По достижению температуры фазового перехода (1150 °C) расположение доменной стенки становится ближе к середине кристалла, при этом ширина переходной области перехода начинает расти. После достижения температуры Кюри доменная стенка остаётся в центре, но ширина переходной области продолжает расти и достигает максимума при температуре 1160°C. При дальнейшем увеличении температуры ширина переходной области уменьшается.
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